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Благодаря прямозонной структуре, малой ширине запрещенной зоны, высокой подвижности электронов и наличию собственного 2D электронного газа вблизи границы раздела с диэлектриками InAs является перспективным материалом для ряда приборных применений. Различные химические обработки, пассивирующие и диэлектрические слои (Ge, Gd2O3, LaLuO3, Al2O3, HfO2 и др.) обеспечивают плотность интерфейсных состояний (Dit) (2÷5)×1011 эВ-1см-2. Пассивация поверхности InAs(111)A тонкими (~15нм) фторсодержащими анодными оксидными слоями (ФАОС), выращенными в жидких средах,  формирует границу раздела ФАОC/InAs с Dit <5×1010 эВ-1см-2 [1].
В рамках данной работы реализован метод сухого окисления InAs в таунсендовском разряде (O2, CF4, Ar), который обеспечивает формирование ультратонкого (~5 нм) однородного по площади и составу пассивирующего ФАОС. Изучение Au/ФАОС(5÷10нм)/InAs МДП-структур методом вольт-фарадных характеристик (ВФХ) показало, что при сухом окислении формируется граница раздела ФАОС/InAs с минимальной Dit ~5×1010 эВ-1см-2. Методом рентгеновской фотоэлектронной микроскопии (РФЭС) установлено, что изменение профиля состава изученных слоев аналогично профилю состава слоев, выращенных в жидких электролитах [1], при этом замещение кислорода фтором обуславливает уменьшение величины встроенного заряда (Qfix) и Dit. Изучение морфологии границы раздела ФАОС/InAs методом высокоразрешающей электронной микроскопии (ВРЭМ) показывает, что при сухом окислении формируется упорядоченная (кристаллическая) переходная область шириной 5-6 монослоев, межплоскостные расстояния в которой изменяются с увеличением количества фтора в ФАОС. Полученные экспериментальные результаты коррелируют с теоретическими расчетами атомной и электронной структуры (программный комплекс VASP), которые подтверждают изменение межплоскостных расстояний в переходном слое и устранение состояний фтором на границе ФАОС/InAs.
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